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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成21年7月23日(2009.7.23)

【公開番号】特開2008-60324(P2008-60324A)
【公開日】平成20年3月13日(2008.3.13)
【年通号数】公開・登録公報2008-010
【出願番号】特願2006-235519(P2006-235519)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/768    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/336    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/3205   (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/136    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/90    　　　Ａ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６２７Ｃ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１６Ｋ
   Ｈ０１Ｌ  21/88    　　　Ｂ
   Ｇ０２Ｆ   1/136   　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成21年6月5日(2009.6.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に導電層を形成し、
　前記導電層上に光透過層を形成し、
　前記光透過層上からフェムト秒レーザを照射して、前記導電層及び前記光透過層を選択
的に除去することで開口部を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記開口部において前記光透過層の端部を、前記導電層の端部より内側に形成すること
を特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項３】
　基板上に第１の導電層を形成し、
　前記第１の導電層上に光透過層を形成し、
　前記光透過層上からフェムト秒レーザを照射して、前記第１の導電層及び前記光透過層
を選択的に除去して前記第１の導電膜及び前記光透過層に開口部を形成し、
　前記開口部に液状の導電性材料を含む組成物を吐出して、前記第１の導電層と電気的に
接続する第２の導電層を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記開口部において前記光透過層の端部を、前記第１の導電層の端部より内側に形成す
ることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項５】
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　請求項１乃至請求項４のいずれか一項において、前記フェムト秒レーザを照射する前に
、前記光透過層表面に撥液処理を行うことを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項６】
　基板上にゲート電極層を形成し、
　前記ゲート電極層上にゲート絶縁層を形成し、
　前記ゲート電極層上に第１の半導体層を形成し、
　前記第１の半導体層上に一導電型を有する第２の半導体層を形成し、
　前記第２の半導体層上に前記第２の半導体層と電気的に接続する配線を形成し、
　前記配線層上に光透過層からなる絶縁層を形成し、
　フェムト秒レーザを照射することにより、前記配線および前記絶縁層に開口部を形成し
、
　前記開口部に液状の導電性材料を含む組成物を吐出して前記配線と接続する電極層を形
成することを特徴とする表示装置の作製方法。
【請求項７】
　請求項６において、
　前記開口部における前記絶縁層の端部を前記配線の端部より内側に形成することを特徴
とする表示装置の作製方法。
【請求項８】
　基板上に第１の薄膜トランジスタと第２の薄膜トランジスタを形成し、
　前記第１の薄膜トランジスタ上に第１の配線を形成し、
　前記第２の薄膜トランジスタ上に第２の配線を形成し、
　前記第１の配線と前記第２の配線上に光透過層からなる絶縁層を形成し、
　フェムト秒レーザを照射することにより、前記第１の配線および前記絶縁層に第１の開
口部と、前記第２の配線および前記絶縁層に第２の開口部とを形成し、
　前記第１の開口部と前記第２の開口部に液状の導電性材料を含む組成物を吐出して、ス
リットによりそれぞれが分離された第１の画素電極と第２の画素電極とをそれぞれ形成し
、
　前記第１の画素電極は、前記第１の配線を介して前記第１の薄膜トランジスタと電気的
に接続し、
　前記第２の画素電極は、前記第２の配線を介して前記第２の薄膜トランジスタと電気的
に接続し、
　前記第１の画素電極と前記第２の画素電極は液晶の配向を制御することを特徴とする表
示装置の作製方法。
【請求項９】
　請求項８において、
　前記第１の開口部における前記絶縁層の端部を前記第１の配線の端部より内側に形成し
、
　前記第２の開口部における前記絶縁層の端部を前記第２の配線の端部より内側に形成す
ることを特徴とする表示装置の作製方法。
【請求項１０】
　基板上に薄膜トランジスタを形成し、
　前記薄膜トランジスタ上に配線を形成し、
　前記配線上に光透過層からなる絶縁層を形成し、
　フェムト秒レーザを照射することにより、前記配線および前記絶縁層に開口部を形成し
、
　前記開口部に液状の導電性材料を含む組成物を吐出して、前記配線を介して前記薄膜ト
ランジスタに電気的に接続する画素電極を形成し、
　前記画素電極上にバインダにより固定されたマイクロカプセルを設け、
　前記マイクロカプセル上に導電層を設けることを特徴とする表示装置の作製方法。
【請求項１１】
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　請求項１０において、
　前記開口部における前記絶縁層の端部を前記配線の端部より内側に形成することを特徴
とする表示装置の作製方法。
【請求項１２】
　請求項６乃至１１のいずれか一項において、
　前記フェムト秒レーザを照射する前に、前記絶縁層の表面に撥液処理を行うことを特徴
とする表示装置の作製方法。
【請求項１３】
　請求項６乃至請求項１２のいずれか一項において、前記フェムト秒レーザは、Ｓａｐｐ
ｈｉｒｅ、ＹＡＧ、セラミックスＹＡＧ、セラミックスＹ２Ｏ３、ＫＧＷ、ＫＹＷ、Ｍｇ

２ＳｉＯ４、ＹＬＦ、ＹＶＯ４、又はＧｄＶＯ４のいずれかの結晶に、Ｎｄ、Ｙｂ、Ｃｒ
、Ｔｉ、Ｈｏ、又はＥｒのいずれかのドーパントを添加したレーザであることを特徴とす
る表示装置の作製方法。
【請求項１４】
　基板上に薄膜トランジスタを形成し、
　前記薄膜トランジスタ上に配線を形成し、
　前記配線上に光透過層からなる第１の絶縁層を形成し、
　第１のフェムト秒レーザを照射することにより、前記配線および前記第１の絶縁層に第
１の開口部を形成し、
　前記第１の開口部に液状の導電性材料を含む組成物を吐出して、前記配線を介して前記
薄膜トランジスタに電気的に接続する画素電極を形成し、
　前記画素電極上に第２の絶縁層を形成し、
　第２のフェムト秒レーザを照射することにより、前記第２の絶縁層に前記画素電極の端
部を覆いかつ前記画素電極の露出部を有する第２の開口部を形成し、
　前記画素電極の露出部および前記第２の絶縁層の一部に発光物質を有する層を形成し、
　前記発光物質を有する層上に導電層を形成することを特徴とする表示装置の作製方法。
【請求項１５】
　請求項１４において、
　前記第１の開口部における前記第１の絶縁層の端部を前記配線の端部より内側に形成す
ることを特徴とする表示装置の作製方法。
【請求項１６】
　請求項１４または１５において、
　前記第１のフェムト秒レーザを照射する前に、前記第１の絶縁層の表面に撥液処理を行
うことを特徴とする表示装置の作製方法。
【請求項１７】
　請求項１４乃至１６のいずれか一項において、
　前記第２のフェムト秒レーザを照射する前に、前記第２の絶縁層の表面に撥液処理を行
うことを特徴とする表示装置の作製方法。
【請求項１８】
　請求項１４乃至請求項１７のいずれか一項において、少なくとも前記第１のフェムト秒
レーザまたは前記第２のフェムト秒レーザのいずれかは、Ｓａｐｐｈｉｒｅ、ＹＡＧ、セ
ラミックスＹＡＧ、セラミックスＹ２Ｏ３、ＫＧＷ、ＫＹＷ、Ｍｇ２ＳｉＯ４、ＹＬＦ、
ＹＶＯ４、又はＧｄＶＯ４のいずれかの結晶に、Ｎｄ、Ｙｂ、Ｃｒ、Ｔｉ、Ｈｏ、又はＥ
ｒのいずれかのドーパントを添加したレーザであることを特徴とする表示装置の作製方法
。
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